
La realizzazione di server farm
meno avide di energia può ora av-
valersi anche di un dispositivo
Mosfet (metal-oxide semiconduc-
tor field-effect transistor) specifi-
camente realizzato per tutti i pro-
gettisti che hanno l’esigenza di
migliorare l’efficienza globale e
minimizzare la dissipa-
zione di energia all’in-
terno dei data center.
Tale opportunità emerge
dopo la recente introdu-
zione da parte di Fair-
child Semiconductor del
dispositivo FDMS7650,
un Mosfet da 30V, 60A e
con un valore RDS (on) in-
feriore a 1 m  (0,99 m).
Il prodotto è disponibile
in un package Power56. 
Questo semiconduttore
è in grado di funzionare
come ‘load switch’ o ‘Fet
ORing’. Si tratta di fun-
zionalità che risultano particolar-
mente vantaggiose nelle applica-
zioni di telecomunicazioni o negli
ambienti It in cui sono richiesti
server ad alte prestazioni in ter-
mini di disponibilità, quindi dota-
ti di sistemi d’alimentazione ri-
dondanti e caratterizzati da eleva-
ti livelli di uptime. Le server farm
devono fornire un’affidabilità vici-
na al 100%, quindi per tali server
gli eventi di down time sono mol-
to critici da tollerare. Per suddivi-
dere meglio il carico, i sistemi
d’alimentazione sono collegati in
parallelo utilizzando configura-
zioni Fet ORing. Si tratta di appli-
cazioni in cui dissipare meno
energia e ottenere una più elevata
efficienza nei singoli sistemi de-
termina un impatto decisivo sul-
l’efficienza globale della server
farm, perché i Fet sono continua-
mente ‘on’. 
Qui l’adozione di Fet ORing con
valori RDS (on) molto contenuti
permette di ridurre le perdite a li-
vello di conduzione e commuta-
zione, dissipando meno energia e
recuperando efficienza. 
Aspetti non certo trascurabili. Se-
condo uno studio (‘Report to Con-
gress on Server and Data Center
Energy Efficiency’) dell’Epa, l’a-
genzia statunitense per la prote-
zione dell’ambiente, seguendo gli
attuali trend di efficienza, negli
Usa i consumi di energia naziona-
le per i server e i data center po-
trebbero quasi raddoppiare ancora
in altri cinque anni, arrivando per
il 2011 a più di 100 miliardi di
KWh e rappresentando un costo

annuale per l’elettricità
di 7,4 miliardi di dollari. 

PACKAGE DI MINIMO
INGOMBRO
Abbiamo voluto appro-
fondire la conoscenza
della tecnologia su cui è
basato il dispositivo
FDMS7650 intervistan-
do direttamente Mike
Speed, segment marke-
ting director di Fair-
child Semiconductor, e
chiedendo prima di tut-
to qual è la peculiarità

chiave che caratterizza e differen-
zia questo chip rispetto ad altre
soluzioni disponibili sul mercato.
«Questo Mosfet N-Channel – ri-
sponde Speed – è fabbricato con
la tecnologia di processo Power-
Trench di Fairchild, che consente
di ottenere valori RDS (on) più bassi
e più alte correnti di carico, usan-
do package di dimensioni più pic-
cole. I package Power56 sono pro-
gettati per minimizzare l’ingom-
bro sulla scheda e ottimizzare i
valori RDS (on)». Il calore è condot-
to fuori dal package e lontano dal-
la Pcb, in modo da migliorare an-
che le prestazioni termiche. «La
corrente del package Power56 e la
sua performance termica è com-
parabile al package Dpak, ma qui
si utilizza solo il 40% dell’area
sulla scheda Pcb». 
Tutte queste specifiche e caratte-
ristiche tecniche promettono di
rendere possibile la progettazione
di centri dati più parsimoniosi
nell’uso della corrente elettrica.
Speed sottolinea che le attuali
server farm si caratterizzano per
avere una notevole ‘sete’ di ener-
gia. «Un tipico data center può
consumare fra 1 e 20MW di elet-
tricità e, per ogni dollaro speso in
hardware di computing per la fa-
cility, si stima che altri 50 centesi-
mi sono spesi per alimentarlo e
raffreddarlo. Studi di settore mo-
strano che, analizzati su scala glo-
bale, i data center consumano cir-
ca 180 miliardi di kWh di elettri-
cità per anno, cioè oltre l’1% del
consumo di elettricità mondiale.
Questo è equivalente al tipico

consumo annuale di elettricità di
60 milioni di abitazioni, oltre un
terzo del numero di unità abitati-
ve presenti nell’Unione europea». 
La via verso l’ideazione di circuiti
sempre più efficienti nel conteni-
mento dei consumi sembra però

solo all’inizio.
«Fairchild Semi-
conductor – con-
clude Speed – sta
sviluppando di
continuo nuovi
Mosfet di poten-
za e tecnologie
Igbt nelle proprie
fabbriche, per ri-
durre ulterior-
mente le perdite
di switching e
conduzione. Una miglior tecnolo-
gia Mosfet aiuterà anche a incre-
mentare ulteriormente la densità
di potenza». 
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Metti un Mosfet 
nel data center
Un dispositivo sviluppato da Fairchild Semiconductor
consente di ridurre ulteriormente consumi 
di energia e ingombri sulle schede elettroniche

Il Mosfet
FDMS7650 di
Fairchild
Semiconductor
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